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頁 行，図 誤 正
9 (ロ) 垂直,水円および円偏波 垂直,水平および円偏波 
9 下から 2 

行目
右旋偏派 右旋偏波

11 図 2 時間をもとめて 時間をとめて

12 第 2 段落 そを示すと図 2 の‥‥ それを示すと図 2 の 
13 図 3:複素 
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15 注 1,3 行 
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15 注 1,3 行 
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…(e) 
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32 実験 1[1] 

50 4

(19-c)式 
0F =×∇ γ ( とは限らない) 0F ≠⋅∇ γ

  ( とは限らない)0F ≠⋅∇ γ 0F =×∇ γ

50  (23-a)
ｔH ｔE

52 (ハ)
ｔEt ×∇ ｔEt ×∇ =0

52 (ハ)本文 0E Z = となる。｢注 2｣ 0E Z = となる。  ｢注 2｣は不要 

53  表 2,TEM

波, の

欄 
ｔH

回転的 0Hti =×∇ 非回転的 0Hti =×∇

120 3 行目 基盤 基板 

123  式(12)
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123 式  e=2.71828…… 

124 図 11 2=rε 100,40,6.9,4=rε
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126  注 2,(5)
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129 図 13 
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131  (29)式
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131 下から 3 

行目 ( )
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143   考察,第 2 

項 

h が 1.6 の方が 0.6 に比べて Q が高い。 h が 1.6 の方が 0.8 に比べて Q が高い。

149  解答(1) 

2 行目 

次に一般基盤 7 の図 16 より  次に一般基盤 7 の図 17 より

149 解答(1) 

3 行目 
=××−×=××−×= 4.0131029.8Rs31029.8Rs f … =×××=×××= −− 4.011029.8Rs1029.8Rs 33 f … 

eε
・

eε・
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200 磁気→電

気の発生

第 2 項目 

4 行目 

またここで電場 E と磁場の概念を導入した。  またここで電場 E と磁場 H の概念を導入した。

201 下から 2 

行目 
電荷 から１ｑ  電荷 から １Ｑ

203 図 6 

S
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⋅
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204  (10)式 
変位電流 dt

ID
=

∂
∂

=  変位電流 dt
ｉ=

∂
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=
D

 

204 注,下から 

5 行目 
従って,(??) 式のように変位電流‥‥ 従って,(14)式のように変位電流‥‥ 

205 表 2 

2行2列目 dt
ddl φ

−=⋅∫Ｅ  dt
dd φ

−=⋅∫ IＥ  

205 表 2   

3行2列目 ∫ =⋅ ddl IIH ＋  ∫ =⋅ dd IIIH ＋  

206 図 12 (境界面 S が図中にない)  

207 最下行 故に (16)に(15)を代入して (22)に(21),(23)を代入して 

213 (10)式 =×∇= AAnot … =×∇= AArot  
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278  図 17:縦

軸タイト 

ル 

( ) [ ]dBAdBRshZa cc =  ( ) [ ]dBAdBRshZ cc =α  

278  図 17:グ

ラフ 
( 2w =ｈ 付近のゆがみ) ( ｈW の値によらず直線) 

278  (28)式
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282 表 2 ZPe α−
 

ZPe α2−
 

322 3 行目 =ωα C
C  =CW

Cα  

325  第4章[1]

 

MIT Rod Lab. Series MIT Rad. Lab. Series 

325  第5章[1]

 

Field Theory of quided wavws, McGraw Hill p.142 Field Theory of Guided wavews, McGraw Hill Co.,inc. 
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例題 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 内の電磁流

磁界をゼロ②
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S
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J
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